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Novy analyticky nastroj v ONPY

Nedavno boli priestory testovania rozSirené o npaéadenie, ktoré nam umiaie
elektrlcky |zoIova’ dlskretne stiastky pripadn&asti obvodov na kremikovych doskach
- amerd ich elektrické parametre.
‘ - % Zariadenie bolo skonStruované
. pracovisko = - VONPY =z komponentov od
: : viacerych vyrobcov a nesie meno
“laserovy rez#&‘. Celkovy polfad
na pracovisko laserového réaaje
uvedeny na obr.1. Pre tych ktory by
sa o jeho konfiguracii
a moznostiach chceli dozvedie
viac odpordam nazrié do
skrateného uzivafského manuélu
ktory je evidovany pod islom
12MON23542D na WWCM.
Okrem primarnej Uulohy, teda
laserového rezania, toto zariadenie
pokryva mnozstvodalSich apllkacu ako naprlklad DC (I/V, C/V, da) meranie
a charakterizaciu, meranie dynamickych vlastnodtivodov, meranie kapacitnych
a induknych vlastnosti, termalnu analyzu obvodov pomocekutiich kryStalov
(detekcia hot spotov, hrubych zvodov) a nidm d’alSich. Zariadenie je vybavené 8
palcovym termo chuckom, ktory umaje uskuténova’ uvedené merania v rozsahu
tepl6t od -10°C do 125°C. Jednotlivé meracie prjetrsi prepojené s riadiacim
pocitatlom na ktorom je mozné automatizévameranie a uskuttova’ zber dat
prostrednictvom programu Agllent VEE K tomuto adeniu je mozné pripajiEagle
: s ETS systtm s meracou kartou,
NGP5010~ =7 I ktory sa denne pouZiva na
— '“"‘”-I:i % | - testovanietipov (unit probe). Tato
konfiguracia je uzittné hlavne pre
analyzy elektrickych obvodov kde
je  potrebné pripaja Vv&Sie
mnozstvo kontaktov a definovaa
% nich ich Udrovne napétia resp.
| pradu. Zariadenie je vybavene
preciznymi  mikromanipuléatormi,
. ktoré umoauju elektrické
kontaktovanie metalickych liniek,
Sirokych radovo niekitko desiatok
um, a meranie arovni signalov
priamo na nich. Priklad takejto
analyzy, na obvode, vyrobeného

1 laseroveho rezaca




v ONPY2 technologiou PS5LV, pomocou popisovanéh@dania je uvedeny na obr.2.
Tu je mozné vidié laserovy rez cez SiN, Metal top a pripojent mikhoi(ktor4d mala
zakrivenie hrotu 0,25 um). Okienko viditee v mieste pripojenia tejto ihly bolo
vytvorene odstranenim pasivacie (SiN) prostredoiotNUV (near UV, 533 nm) laseru
priamo na tomto zariadeni.

V ¢ase instalacie tohto zariadenia si Zivot a pracddNWY, pa&as dvoch mesiacov,
vyskuSala aj dvojica intership Studentov z FEI SEU Raschman a J. Meli§, ktori
zarovei prispeli aj k rozSireniu tohto pracoviska.
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